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Ââåäåíèå
Îáíàðóæèòåëüíàÿ ñïîñîáíîñòü ìàòðè÷íîãî ôîòî-

ïðèåìíèêà îãðàíè÷èâàåòñÿ òåìíîâûìè òîêàìè ôîòî-
äèîäîâ. Çàâèñèìîñòü ïðåäåëüíîé âåëè÷èíû îáíàðóæè-
òåëüíîé ñïîñîáíîñòè îò òåìíîâîãî òîêà IT îïðåäåëÿåòñÿ

âûðàæåíèåì ТID 1≈∗  [1]. Â ðåàëüíûõ ôîòîäèîäàõ
òåìíîâîé òîê îïðåäåëÿåòñÿ, ãëàâíûì îáðàçîì, äåôåêòàìè
â p–n-ïåðåõîäàõ è ïîâåðõíîñòíûìè óòå÷êàìè. Â pin-
ôîòîäèîäå ñóììàðíûé òåìíîâîé òîê, ñêëàäûâàþùèéñÿ èç
òîêà IÒ, îáóñëîâëåííîãî ïðîöåññàìè ãåíåðàöèè–ðåêîìáè-
íàöèè â îáëàñòè ïðîñòðàíñòâåííîãî çàðÿäà, è äèôôóçèîí-
íîãî òåìíîâîãî òîêà íåîñíîâíûõ íîñèòåëåé çàðÿäà èç
êâàçèíåéòðàëüíîé îáëàñòè IÒäèôô. [9, 10], ìîæåò áûòü
äîñòàòî÷íî ìàë ïðè íèçêèõ íàïðÿæåíèÿõ ñìåùåíèÿ [2].
Îäíàêî äëÿ îáåñïå÷åíèÿ áûñòðîäåéñòâèÿ [11], à òàêæå
óìåíüøåíèÿ âçàèìîñâÿçè pin-ôîòîäèîäîâ â ÌÔ×Ý
íåîáõîäèìî ïðîíèêíîâåíèå ïîëÿ íà âñþ ãëóáèíó ôîòî÷óâ-
ñòâèòåëüíîãî ñëîÿ, ÷òî òðåáóåò ïîäà÷è çíà÷èòåëüíîãî
íàïðÿæåíèÿ ñìåùåíèÿ. Â òî æå âðåìÿ ïðè óâåëè÷åíèè
íàïðÿæåíèÿ ñìåùåíèÿ ðàñòåò òóííåëüíàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ
òåìíîâîãî òîêà è íåîáõîäèìî îïðåäåëÿòü îïòèìàëüíîå
ñìåùåíèå ôîòîäèîäîâ íà îñíîâå ýïèòàêñèàëüíîé ñòðóê-
òóðû InGaAs/InP.

Öåëüþ äàííîé ðàáîòû ÿâëÿëîñü èññëåäîâàíèå ïëàíàð-
íûõ ôîòîäèîäîâ (ÔÄ) ìàòðè÷íûõ ôîòî÷óâñòâèòåëüíûõ

ýëåìåíòîâ (ÌÔ×Ý) íà îñíîâå ãåòåðîýïèòàêñèàëüíîé
ñòðóêòðóðû InGaAs/InP ôîðìàòà 320õ256 ýëåìåíòîâ ñ
øàãîì 30 ìêì, ãèáðèäèçèðîâàííûõ ñ ðàçëè÷íûìè òèïàìè
ÁÈÑ ñ÷èòûâàíèÿ, â èíòåðåñàõ îïðåäåëåíèÿ óñëîâèé,
îáåñïå÷èâàþùèõ îïòèìàëüíûå õàðàêòåðèñòèêè ÔÄ.

Êîíñòðóêöèÿ ÌÔÏÓ
ÌÔ×Ý èçãîòîâëåíû ïî ïëàíàðíîé òåõíîëîãèè íà

ýïèòàêñèàëüíîé ñòðóêòóðå InGaAs/InP, âûðàùåííîé íà
ïîäëîæêå n+-InP ìåòîäîì ÌÎÑ-ãèäðèäíîé ýïèòàêñèè [3].
Ñõåìà ÌÔ×Ý ïðèâåäåíà íà ðèñ. 1.

Ðèñ. 1. Ñõåìà ÌÔ×Ý íà îñíîâå ïëàíàðíûõ ôîòîäèîäîâ èç ýïèòàê-
ñèàëüíîé ñòðóêòóðû InGaAs/InP.

Ýëåìåíòû ÌÔ×Ý ÿâëÿþòñÿ pin-ôîòîäèîäàìè [5] è
ïðåäñòàâëÿþò ìíîãîñëîéíóþ ñòðóêòóðó, ñîñòîÿùóþ èç
«øèðîêîçîííîãî» ñëîÿ n-InP òîëùèíîé 2–3 ìêì ñ
êîíöåíòðàöèåé (1–2)⋅1015 ñì–3, àêòèâíîãî ïîãëîùàþùåãî
ñëîÿ n-In0,53Ga0,47As òîëùèíîé 2,5–3,5 ìêì ñ êîíöåíòðàöèåé
(4–7)·1014 ñì–3 è ïîäëîæêè n+-InP òîëùèíîé 350 ìêì ñ
êîíöåíòðàöèåé (2–5)·1018 ñì-3. Ïðè ýòîì  p–n-ïåðåõîä
îáðàçîâàí ëîêàëüíîé äèôôóçèåé êàäìèÿ ÷åðåç ìàñêó íèò-
ðèäà êðåìíèÿ. Äëÿ ïðîñâåòëÿþùåãî ïîêðûòèÿ òàêæå èñïî-
ëüçîâàí íèòðèä êðåìíèÿ. Êîíòàêòíàÿ ïëîùàäêà îáðàçîâàíà
ñëîåì çîëîòà ñ ïîäñëîåì òèòàíà. Çàñâåòêà ìàòðèöû
îñóùåñòâëÿåòñÿ ÷åðåç ïîäëîæêó n+-InP.

ÓÄÊ 621.383:621.315.5

Ìàòðè÷íûå ôîòî÷óâñòâèòåëüíûå ýëåìåíòû íà îñíîâå ïëàíàðíûõ
ôîòîäèîäîâ èç ãåòåðîýïèòàêñèàëüíîé ñòðóêòóðû InGaAs/InP

Ä.Ñ. Àíäðååâ, Ê.Î. Áîëòàðü, Ï.Â. Âëàñîâ, Í.À. Èðîäîâ, À.À. Ëîïóõèí

Ïðèâåäåíû ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ ïëàíàðíûõ ôîòîäèîäîâ (ÔÄ) ìàòðè÷íûõ ôîòî÷óâñòâèòåëüíûõ
ýëåìåíòîâ (ÌÔ×Ý) íà îñíîâå ãåòåðîýïèòàêñèàëüíîé ñòðóêòðóðû InGaAs/InP ôîðìàòà 320õ256
ýëåìåíòîâ ñ øàãîì 30 ìêì, ãèáðèäèçèðîâàííûõ ñ ðàçëè÷íûìè òèïàìè ÁÈÑ ñ÷èòûâàíèÿ. Ïîêàçàíî,
÷òî äëÿ óìåíüøåíèÿ âçàèìîñâÿçè ÌÔ×Ý ïðè êîìíàòíîé òåìïåðàòóðå íåîáõîäèìî óâåëè÷èâàòü
îáðàòíîå ñìåùåíèå íà ÔÄ äî óðîâíÿ íå ìåíåå 2 Â. Óñòàíîâëåíî, ÷òî çíà÷èòåëüíîãî óìåíüøåíèÿ
òåìíîâîãî òîêà ìîæíî äîáèòüñÿ ïðè óìåíüøåíèè òåìïåðàòóðû ÌÔ×Ý äî –20 °Ñ ñ ïîìîùüþ
äâóõêàñêàäíîãî òåðìîýëåêòðè÷åñêîãî îõëàäèòåëÿ. Ëó÷øåå ñðåäíåå ïî ÌÔ×Ý çíà÷åíèå òåìíîâîãî òîêà
ïëàíàðíûõ ôîòîäèîäîâ ïðè êîìíàòíîé òåìïåðàòóðå äîñòèãàåò ìèíèìàëüíîãî çíà÷åíèÿ 0,22 ïÀ ïðè
îïòèìàëüíîì ñìåùåíèè íà ÔÄ ðàâíîì –2,4 Â.

PACS:  07.07.Df,  07.57.-ñ,  81.05.Ea,  81.65.Rv
Êëþ÷åâûå ñëîâà: òåìíîâûå òîêè, ïëàíàðíûé, ôîòîäèîäû íà îñíîâå ãåòåðîýïèòàêñèàëüíîé ñòðóêòðóðû
InGaAs/InP, ÌÔ×Ý.
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Ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèé
Íàìè èññëåäîâàíû ÌÔ×Ý ôîðìàòà 320×256, ñîñòîÿ-

ùèå èç ïëàíàðíûõ ôîòîäèîäîâ ñ øàãîì 30 ìêì. Íà ðèñ.
2 ïðèâåäåíà òåìíîâàÿ âîëüò-àìïåðíàÿ õàðàêòåðèñòèêà
òèïè÷íîãî ôîòîäèîäà, ðàñïîëîæåííîãî â öåíòðàëüíîé
îáëàñòè ìàòðèöû.

Ïðè óâåëè÷åíèè îáðàòíîãî ñìåùåíèÿ íà ÔÄ áîëåå 1 Â
íàáëþäàåòñÿ çíà÷èòåëüíîå âîçðàñòàíèå òåìíîâîãî òîêà.
Äëÿ ïðîâåðêè âîçíèêøåãî ïðåäïîëîæåíèÿ î ñîáèðàíèè
òåìíîâîãî òîêà ñ áîëüøîé ïëîùàäè íåïîäêëþ÷åííûõ ÔÄ
(èç-çà èíâåðñíîé ïðîâîäèìîñòè ïðèïîâåðõíîñòíîãî ñëîÿ
èëè áîëüøîé äëèíû äèôôóçèè) ñíÿòà çàâèñèìîñòü ñèãíàëà
ôîòîäèîäà îò ðàññòîÿíèÿ äî òî÷å÷íîãî èñòî÷íèêà èçëó-
÷åíèÿ, êîòîðàÿ ïðèâåäåíà íà ðèñóíêå 3.

Íà÷àëüíûé ó÷àñòîê ýòîãî ãðàôèêà õîðîøî àïïðîê-
ñèìèðóåòñÿ  ýêñïîíåíöèàëüíîé çàâèñèìîñòüþ, èç êîòîðîé
ìîæíî îöåíèòü âåëè÷èíó äèôôóçèîííîé äëèíû íåîñ-
íîâíûõ íîñèòåëåé çàðÿäà ~400 ìêì. Òàêèì îáðàçîì,
áîëüøàÿ âåëè÷èíà òåìíîâîãî òîêà ôîòîäèîäà èç ÌÔ×Ý
îáóñëîâëåíà ñîáèðàíèåì òåìíîâîãî òîêà ñ áîëüøîé
ïëîùàäè, ñîèçìåðèìîé ñ ðàçìåðîì âñåãî ìàòðè÷íîãî
ôîòî÷óâñòâèòåëüíîãî ýëåìåíòà. Çíàÿ äèôôóçèîííóþ

äëèíó è êîýôôèöèåíò äèôôóçèè äûðîê ~7,5 ñì2ñ–1 [4],
ìîæíî îöåíèòü âðåìÿ æèçíè äûðîê èç ñîîòíîøåíèÿ

2
pD 210p pLτ = ≈ ìêñ, ÷òî ñîîòâåòñòâóåò èçâåñòíûì

çàðóáåæíûì äàííûì [6, 7].
Áûëè èññëåäîâàíû äâà ìàòðè÷íûõ ôîòîïðèåìíèêà,

èçãîòîâëåííûå ãèáðèäèçàöèåé ôîòî÷óâñòâèòåëüíûõ ýëå-
ìåíòîâ ÷åðåç èíäèåâûå ìèêðîêîíòàêòû ñ äâóìÿ òèïàìè
ÁÈÑ-ñ÷èòûâàíèÿ: ñ áîëüøîé (0,88 ïÔ) è ìàëîé (10 ôÔ è
100 ôÔ) åìêîñòÿìè íàêîïëåíèÿ. Íà ðèñ. 4 ïðèâåäåíû
êàðòèíû äåôåêòíîñòè ôîòîïðèåìíèêîâ.

Äëÿ îáîèõ îáðàçöîâ ïðè ìàëûõ îáðàòíûõ íàïðÿæåíèÿõ
ñìåùåíèÿ îêàçàëîñü õàðàêòåðíûì íàëè÷èå áîëüøèõ
(èìåþùèõ ôîðìó êðóãà èëè ïðîòÿæåííûõ) îáëàñòåé äå-
ôåêòîâ òèïà «óòå÷êè». Ñ óâåëè÷åíèåì îáðàòíîãî íàïðÿæå-
íèÿ ñìåùåíèÿ íà ìàëîé åìêîñòè íàêîïëåíèÿ (ðèñ. 4 à, á)
ìîæíî íàáëþäàòü ïîñòåïåííîå ñóæåíèå ýòèõ äåôåêòîâ è
óæå ïðè ðàáî÷åì íàïðÿæåíèè (~ –2 Â)  ñìåùåíèÿ íà ÔÄ
ïðåâðàùåíèå èõ â òî÷êè. Äàííûé ýôôåêò îáúÿñíÿåòñÿ
îñîáåííîñòÿìè pin-ôîòîäèîäîâ. Ïðè áîëüøèõ íàïðÿæå-
íèÿõ ñìåùåíèÿ ïîëå ïðîíèêàåò íà ãëóáèíó ïîðÿäêà 3 ìêì,
÷òî îáåñïå÷èâàåò äðåéô íîñèòåëåé â ýëåêòðè÷åñêîì ïîëå
è ïðåïÿòñòâóåò ðàñòåêàíèþ íåîñíîâíûõ íîñèòåëåé çàðÿäà
âñëåäñòâèå áîêîâîé äèôôóçèè.

Íà ðèñóíêå 4, á âèäíî, ÷òî êðóïíûé äåôåêò â öåíòðà-
ëüíîé ÷àñòè ÌÔ×Ý íå óìåíüøèëñÿ â ðàçìåðàõ. Ïî âñåé
âèäèìîñòè, äàííûé äåôåêò íå ñâÿçàí ñ äèôôóçèåé
íåîñíîâíûõ íîñèòåëåé çàðÿäà, à ÿâëÿåòñÿ ñëåäñòâèåì
ïîâåðõíîñòíûõ óòå÷åê. Ïîìèìî ýòîãî, ñ âîçðàñòàíèåì
îáðàòíîãî ñìåùåíèÿ âîçðàñòàåò êîëè÷åñòâî òî÷å÷íûõ
äåôåêòíûõ ýëåìåíòîâ.

Àíàëîãè÷íîå ñóæåíèå îáëàñòè èçîáðàæåíèÿ äåôåêòîâ
(ðèñ. 4, â, ã) íàáëþäàåòñÿ ïðè óìåíüøåíèè òåìïåðàòóðû
ÌÔ×Ý äî –20 °Ñ, ïðîèçâåäåííîå ñ ïîìîùüþ äâóõêàñ-
êàäíîãî òåðìîýëåêòðè÷åñêîãî îõëàäèòåëÿ. Îäíàêî â äàí-
íîì ñëó÷àå êðóïíûé äåôåêò â öåíòðàëüíîé ÷àñòè ÌÔ×Ý
íå ïðîÿâëÿåòñÿ è íå íàáëþäàåòñÿ âîçðàñòàíèÿ êîëè÷åñòâà
òî÷å÷íûõ äåôåêòíûõ ýëåìåíòîâ, ÷òî îçíà÷àåò ñèëüíóþ
òåìïåðàòóðíóþ çàâèñèìîñòü ýòèõ âèäîâ äåôåêòíûõ óòå÷åê.

Â ôîòîïðèåìíèêå ñ áîëüøîé åìêîñòüþ íàêîïëåíèÿ
(ðèñ. 4, ä) óìåíüøåíèÿ îáëàñòè èçîáðàæåíèÿ äåôåêòîâ ïðè
óâåëè÷åíèè íàïðÿæåíèÿ ñìåùåíèÿ íå íàáëþäàåòñÿ.
Îäíàêî, ïðè ìàëûõ âðåìåíàõ íàêîïëåíèÿ (ðèñ. 4, å) âèäíî,
÷òî è çäåñü êðóïíûå îáëàñòè ôîòîäèîäîâ ñ âçàèìîñâÿçüþ
íà ñàìîì äåëå íå çàíèìàþò ñòîëü áîëüøóþ ïëîùàäü, à
ÿâëÿþòñÿ ñëåäñòâèåì òî÷å÷íûõ, ëèáî òîíêèõ ïðîòÿæåííûõ
äåôåêòîâ.

Ïðèâåäåííûå èçîáðàæåíèÿ ïîêàçûâàþò, ÷òî äëÿ
óìåíüøåíèÿ âçàèìîñâÿçè â ÌÔ×Ý íåîáõîäèìî
óâåëè÷èâàòü ñìåùåíèå íà ÔÄ è ïîíèæàòü òåìïåðàòóðó
ÌÔ×Ý.

Ïðè ðàñ÷åòå òåìíîâûõ òîêîâ èçìåðÿåòñÿ íàïðÿæåíèå
íà âûõîäàõ ÁÈÑ ñ÷èòûâàíèÿ [12] ïðè âðåìåíè íàêîï-
ëåíèÿ T, ïðè êîòîðîì íàïðÿæåíèå íà åìêîñòè íàêîïëåíèÿ
ëåæèò â îáëàñòè ïîñòîÿíñòâà âíóòðåííåãî êîýôôèöèåíòà
ïåðåäà÷è ÁÈÑ ñ÷èòûâàíèÿ Ê. [8] Âåëè÷èíà òåìíîâîãî
òîêà IÒ  îïðåäåëÿåòñÿ ïî ðàçðÿäó åìêîñòè íàêîïëåíèÿ çà
âðåìÿ íàêîïëåíèÿ Ò è ðàâíà:

IT = 
ÊÒ

ÑU âûõ

⋅
⋅∆ 1

Ðèñ. 2. Òèïè÷íàÿ òåìíîâàÿ âîëüò-àìïåðíàÿ õàðàêòåðèñòèêà ïëà-
íàðíûõ ôîòîäèîäîâ ÌÔ×Ý èç ýïèòàêñèàëüíîé ñòðóêòóðû InGaAs/
InP.

Ðèñ. 3. Çàâèñèìîñòü ôîòîòîêà ôîòîäèîäà ÌÔ×Ý èç ýïèòàê-
ñèàëüíîé ñòðóêòóðû InGaAs/ InP îò ðàññòîÿíèÿ äî òî÷å÷íîãî
èñòî÷íèêà îñâåùåíèÿ.

(1)
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Ðèñ. 4. Èçîáðàæåíèÿ êàðò äåôåêòíîñòè ôîòîïðèåìíèêîâ ñ ÁÈÑ ñ÷èòûâàíèÿ ñ ðàçíûìè åìêîñòÿìè íàêîïëåíèÿ: òåìíîâîé ñèãíàë ïðè
òåìïåðàòóðå ÌÔ×Ý +20 °Ñ ñ åìêîñòüþ íàêîïëåíèÿ 10 ôÔ ïðè ìàëîì ñìåùåíèè íà ÔÄ (à), ïðè îïòèìàëüíîì ñìåùåíèè íà ÔÄ (á) è ïðè
èçìåíåíèè òåìïåðàòóðû îò +20 °Ñ (â) äî –20 °Ñ (ã); òåìíîâîé ñèãíàë ïðè òåìïåðàòóðå ÌÔ×Ý +20 °Ñ ñ åìêîñòüþ íàêîïëåíèÿ 880 ôÔ ïðè
îïòèìàëüíîì (ä) è ïðè ìèíèìàëüíîì (å) âðåìåíè íàêîïëåíèÿ.
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Ãèñòîãðàììû ðàñïðåäåëåíèÿ òåìíîâûõ òîêîâ îáîèõ îáðàçöîâ ïðèâåäåíû íà ðèñóíêå 5, à, á.

Ðèñ. 5. Ãèñòîãðàììû ðàñïðåäåëåíèÿ òåìíîâûõ òîêîâ ôîòîïðèåìíèêîâ ñ ÁÈÑ ñ÷èòûâàíèÿ ïðè òåìïåðàòóðå ÌÔ×Ý +20 °Ñ ñ åìêîñòüþ
íàêîïëåíèÿ 10 ôÔ ïðè ìàëîì è îïòèìàëüíîì ñìåùåíèè íà ÔÄ (à); ïðè òåìïåðàòóðå ÌÔ×Ý +20 °Ñ ñ åìêîñòüþ íàêîïëåíèÿ 880 ôÔ ïðè
ñìåùåíèè íà ÔÄ (á).
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ñòðèðîâàíû íà ðèñ. 7. Ïîëó÷åííûå ñðåäíèå çíà÷åíèÿ òåì-
íîâîãî òîêà ñîñòàâèëè 0,22 ïÀ è 0,24 ïÀ, ñîîòâåòñòâåííî,
ïðè îïòèìàëüíîì ñìåùåíèè íà ÔÄ ðàâíîì –2,4 Â.
Çíà÷åíèÿ òåìíîâûõ òîêîâ ôîòîäèîäîâ äëÿ ðàçëè÷íûõ
ïëàñòèí InGaAs îäèíàêîâîé ñòðóêòóðû ðàçëè÷àþòñÿ
íåñóùåñòâåííî.

Çàêëþ÷åíèå
Â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåííûõ èññëåäîâàíèé óñòàíîâ-

ëåíî,  ÷òî äëÿ óìåíüøåíèÿ âçàèìîñâÿçè â ÌÔ×Ý ïðè
êîìíàòíîé òåìïåðàòóðå íåîáõîäèìî óâåëè÷èâàòü îáðàò-
íîå ñìåùåíèå íà ÔÄ äî óðîâíÿ íå ìåíåå 2 Â.

Ñðåäíåå ïî ÌÔ×Ý çíà÷åíèå òåìíîâîãî òîêà ïëàíàð-
íûõ ôîòîäèîäîâ ïðè êîìíàòíîé òåìïåðàòóðå äîñòèãàåò
ìèíèìàëüíîãî çíà÷åíèÿ 0,22 ïÀ ïðè îïòèìàëüíîì
ñìåùåíèè íà ÔÄ ðàâíîì –2,4 Â.
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Ñðåäíåå çíà÷åíèå òåìíîãî òîêà äëÿ ôîòîïðèåìíèêà
ñ ìàëîé åìêîñòüþ íàêîïëåíèÿ ñîñòàâèëî 0,33 ïÀ, ñ áîëü-
øîé åìêîñòüþ – 0,38 ïÀ.

Ðèñ. 6. Çàâèñèìîñòè íàïðÿæåíèÿ òåìíîâîãî ñèãíàëà è ñðåäíå-
êâàäðàòè÷íîãî çíà÷åíèÿ øóìà îò âðåìåíè íàêîïëåíèÿ ôîòîïðèåì-
íèêà ñ ÁÈÑ ñ÷èòûâàíèÿ ñ åìêîñòüþ íàêîïëåíèÿ 880 ôÔ ïðè òåìïå-
ðàòóðå ÌÔ×Ý +20 °Ñ.

Ãðàôèê íà ðèñ. 6 ïîêàçûâàåò çàâèñèìîñòü íàïðÿæå-
íèÿ òåìíîâîãî ñèãíàëà è ñðåäíåêâàäðàòè÷íîãî çíà÷åíèÿ øóìà
îò âðåìåíè íàêîïëåíèÿ. Ñèãíàë îò âðåìåíè íàêîïëåíèÿ
ëèíåéíî âîçðàñòàåò, à çàâèñèìîñòü øóìà áëèçêà ê êîðíåâîé,
÷òî ãîâîðèò î äðîáîâîì õàðàêòåðå øóìà ôîòîïðèåìíèêà.

Ðèñ. 7. Ãèñòîãðàììû ðàñïðåäåëåíèÿ òåìíîâûõ òîêîâ ôîòî-
ïðèåìíèêà ñ ÁÈÑ ñ÷èòûâàíèÿ ñ åìêîñòÿìè íàêîïëåíèÿ 10 ôÔ è
100 ôÔ ïðè òåìïåðàòóðå ÌÔ×Ý +20 °Ñ.

Äëÿ ñðàâíåíèÿ èçìåðåíû òåìíîâûå òîêè ôîòî-
ïðèåìíèêà, èçãîòîâëåííîãî ãèáðèäèçàöèåé ÌÔ×Ý èç
äðóãîé ïëàñòèíû InGaAs ñ ÁÈÑ ñ÷èòûâàíèÿ ñ ìàëîé
åìêîñòüþ íàêîïëåíèÿ. Èçìåðåíèÿ ïðîâåäåíû ïðè åìêîñ-
òÿõ íàêîïëåíèÿ 10 ôÔ è 100 ôÔ. Ðåçóëüòàòû ïðîèëëþ-
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A heteroepitaxial structure InGaAs/InP based photosensitive Focal Plane Array (FPA) has been researched.
The format is 320x256 pixels with a 30¼m pitch, hybridized with various ROIC distribution characteristics
are presented. Shown, that for decrease of crosstalk photodiodes in FPA at a room temperature it is necessary
to increase bias up to a level not less than – 2 V. Average dark current data planar photodiodes in FPA at a
room temperature has been defined based on the measured I-V characteristics, dark current of 0,22 pA at the
optimal bias on photodiods equal –2,4 V.

PACS:  07.07.Df,  07.57.-ñ,  81.05.Ea,  81.65.Rv
Keywords: dark currents, planar, photodiodes of heteroepitaxial structure InGaAs/InP, Focal Plane Array.
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